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DENEY RAPORU

Ogrenci No, Adi, Soyad :

Deney Ad1
Deney Sorumlusu
Deney Grubu : Ogretim (I/11):

Deney Tarihi . Imza:

Deneyin Amaci :

Deneye Hazirlik Soru ve Cevaplari :

1)Lojik kapilar gercekleme teknolojilerini arastiriniz.

2) Her bir lojik kapi icin basit bir elektrik devresi gerceklemesi arastiriniz.

3) Sekil 4’teki NAND kapisinda yer alan direngler icin 6rnek degerler belirleyiniz.
4) Acik kolektorlii devrelerin uygulama alanlarim arastiriniz.

5)Pull-up direnci ile pull-down direncinin farkini ve kullamilma nedenlerini 6greniniz



Deneyin Yapihis :

Uygulama 1 (NOT KAPISI)

Deneyde Kullanilan Cihaz ve Elemanlar :
1 adet transistor.

2 adet direng.

1)Devrenin ¢alisma prensibini agiklayimiz.

2)Giris isaretini kare dalga varsayarak cikis isaretini ciziniz.



Uygulama 2 (DTL NAND KAPISI)

Vee=+5V
Deneyde Kullanilan Cihaz ve Elemanlar :
R, 3 adet diyot
R
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1)Devrenin ¢calisma prensibini agciklayimiz.

2)A ve B girislerinden en az biri lojik 0 ise X noktasindaki potansiyeli ve D3’iin iletim
durumlarim belirleyiniz.

3) A ve B girislerinin her ikisi l0jik-1 ise R1 iizerindeki potansiyel farkim hesaplayniz.



Uygulama 3 (TTL NAND KAPISI)

'\"'1 = .'\
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Vee =45V

Deneyde Kullanilan Cihaz ve Elemanlar :
4 adet diyot
Ky Re
Ry 3 adet transistor
I 3 adet direng
 E— ly
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Devrenin calisma prensibini aciklayimz.

Girislerin lojik 0 ve lojik 1 durumlarmma gore transistorlerinin durumlarimi
belirleyiniz.

Devrenin iki girisi de lojik 1 ise T2 ve T3’iin bazindaki potansiyel farkim
hesaplaymiz.

D4 diyotunun gorevini ve ¢ikarilmasi durumunda devrenin ¢alismasini nasil
etkileyecegini aciklayiniz.

Devrede 4 RB = kQ, 1 R =1.6 kQ, 2 R =1 kQ ve 130 RC = Q olduguna gore, iki
giris de lojik-0 iken GL I ve OH I degerlerini hesaplayimiz ( VOH icin en Kkii¢iik
miimkiin degeri kullanimz)



Uygulama 4 (TTL NAND KAPISI DEVRESI CIKISINA PULL DiRENCi BAGLAMA)

Y

 Gekl dtek
e 2 NAND kapis

1)TTL NAND Kapist devresi ¢ikisina R=2.2K’lik pull-up direnci baglayarak kurunuz
devreyi yeniden kurunuz ve ¢calismasini inceleyiniz.

2) Devrenin her iki girisine de ayn1 0-5 V diizeyli ve 100 KHz frekansh kare dalga
isaretini uygulayarak cikis isaretini osiloskopta gozlemleyiniz ve zaman ile genlik

degerlerini ol¢iiniiz.

Deney Sonuclarinin Analizi ve Degerlendirme :




